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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ 
 
 

День заезда 
 
 
 

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ 
 

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН 
 
 
 

900 - 1000       Регистрация участников НС РФТТ 

 
 
1000 – 1030  Открытие Сессии: Вступительное слово: 

А.В.Латышев, Директор ИФП СО РАН, член-корр. 

РАН  

Б.Н. Гощицкий, Председатель НС РФТТ, член-

корр.РАН. 

 
1030 – 1100  В.П. Попов. Формирование, свойства и применение 

NV-центров в облученном алмазе. Институт 
физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. 
 

1100 – 1115 - перерыв 
 
1115 – 1145  П.Л. Новиков. Атомная диффузия и рост на 

структурированной поверхности Si (моделирование). 
Институт физики полупроводников им. А.В. 
Ржанова СО РАН. 

1145 – 1215  И.В.Антонова. «Эффекты, стимулированные 
ионами высоких энергий, в диэлектрических слоях с 
нанокристаллами кремния и германия». Институт 
физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН.  

  
 

1200 – 1430 – перерыв на обед 
 
1430 – экскурсия в Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (лазер на 
свободных электронах) 
 
Экскурсия по ИФП СО РАН 



СРЕДА, 26 НОЯБРЯ 
 

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН 
 

 
  

1000 – 1040  И.Е. Тысченко. «Ионно-лучевой синтез структур на 
основе кремния» (по материалам докторской 
диссертации). Институт физики полупроводников 
им. А.В. Ржанова СО РАН. 
 

1040 – 1110  В.В. Кириенко. «Пассивация дефектов в структурах 
Si/Ge с квантовыми точками». Институт физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. 
 

 
1110 – 1125 – перерыв  
 
 
1125 – 1155  Ж.В. Смагина. «Формирование 

наноструктурированной поверхности Si с 
использованием ионной имплантации». Институт 
физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. 
 

1155 – 1225  С.С. Косолобов. Применение фокусированных 
ионных пучков для создания функциональных 
твердотельных структур. Институт физики 
полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. 

 

 
1225 – 1430 – перерыв на обед  

 
 
1430 – Экскурсия в Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 

(Лаборатория экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса). 

 



ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ 
 

Конференц-зал административного корпуса ИФП СО РАН 
 

 
  

1000 – 1200  Обсуждение важнейших результатов, полученных в 
2014 году. 
 

 
1200 

 
Закрытие сессии. 

  
 
 
1500 - Экскурсия в Планетарий (отъезд из ИФП СО РАН в 1400) 

 
 
 
 
 
 
 

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ 
 
 

День отъезда 
 


